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１．概要（Summary） 

過酷環境下で動作するデバイスへの応用が期待される

フィールドエミッタアレイ(FEA)の陰極材料として窒化ハフ

ニウム(HfN)が適していると考えられる 1)。FEA の特性向

上のため、結晶配向性の異なる HfN 薄膜の成膜を試み

た。タングステン薄膜では、成膜時の基板位置によって、

薄膜の結晶配向性が異なることが報告されており、結晶

配向性の評価はθ－2θ測定, ロッキングカーブ測定に

より行われた 2)。異なる基板位置で成膜した HfN 薄膜に

ついて、タングステン薄膜と同様に結晶配向性の評価を

行い、成膜時の基板位置を変えた場合の結晶子の向き

の変化について X線回折を用いて調べた。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

X線回折装置(SmartLab-9K:リガク製) 

【実験方法】 

ターゲットに窒化ハフニウム(HfN)を用いて、RF マグネ

トロンスパッタリングにより基板上に HfN を堆積した。アル

バック機工 RFS-200 を用いて成膜を行った。基板として

Siウエハ表面に膜厚400 nmの熱酸化膜を形成し、1 cm

角に切り出したものを用いた。成膜条件は RF電力 80 W、

基板温度 400℃、Ar圧力 2.4 Pa、ターゲット基板間距離

30 mmとした。基板の位置はターゲットのエロージョンリン

グにほぼ対向する位置（位置 b）、位置 bより内側(位置 a)、

位置bより外側(位置 c)に配置した。成膜したHfN膜の結

晶配向性を京都大学ナノテクノロジーハブ拠点の X 線回

折装置 Smart-Lab 9K(リガク製)により評価した。θ－2

θ測定, ロッキングカーブ測定を行い、結晶配向性を評

価した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

θ－2θ測定において、NaCl構造のHfNの(111)面、 

(200)面、(220)面からの回折線が観測された。(111)回折

線のピーク強度に対する(200)、(220)回折線の相対的な

ピーク強度はどちらも基板位置a、c、bの順に大きくなった。

θ－2θ測定の後に(111), (200), (220)回折線のロッキン

グカーブ測定を行った。Fig. 1に Ar圧力 2.4 Paで成膜

したHfN薄膜の(111)面の回折線のロッキングカーブを示

す。基板位置によって回折線の極大が移動している。この

ことから、成膜時の基板位置によって結晶子の向きが異な

ることが分かった。 

 

Fig. 1  X-ray rocking curves of HfN thin film (111) 

deposited under Ar pressure 2.4 Pa. 
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